Technologie pamigci

Pamiec potprzewodnikowa (ulotna)
Pamig¢c1 magnetyczne (kinetyczne, statyczne)
Pamieci optoelektroniczne (CD, hologram)



Sposoby dostepu do pamigci

Pamiec€ z c
Pamiec z ¢
Pamiec€ z ¢

Pamiec€ z c

ostgpem swobodnym (RAM)
ostepem cyklicznym
ostgpem sekwencyjnym

ostgpem asocjacyjnym (CAM)



Hierarchia pamigci

Pamig¢c rejestrowa

Pami¢¢ kieszeniowa (podreczna) lub Cache
Pami¢C operacyjna (pamig¢ RAM)

Pamig¢ masowa (dyski)

Pami¢C zewngtrzna (dyskietka, tasmy, CD)
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Pojemnos¢

Pamiecit RAM - liczba stow x liczba bitow

np. 1MB -22%stéw 8 bitowych
128M stow 64 bitowych
64k x 8



Pojemnos¢

Pojemnos¢ pamigct dyskowych w
bitach lub w bajtach.

Np. 10GB
120Gb



SzybkosC pamigcl

Szybkos¢ pracy pamigci jest parametrem
wskazujacym na to, jak czgsto procesor lub inne
urzadzenie moze korzystac¢ z niej. Jest ona
okreslana kilkoma parametrami. Sa to:

czas dostepu (ang. access time),

czas cyklu (ang. cycle time),
« — szybkos$¢ transmisji (ang. transfer speed).




Czas dostepu

Czas dostepu jest to czas jaki uptywa od
momentu zazadania informacji z pamigci do
momentu, w ktorym ta informacja ukaze si¢
na wyjsciu pamieci (parametr dla odczytu).

Dla pamigci operacyjnych czas ten wynosi od
20 ns do 200 ns.



Czas cyklu

Czas cyklu jest to najkrotszy czas jaki musi
uplynac pomi¢dzy dwoma kolejnymi
zadaniami1 dostepu do pamigci. Zwykle czas
ten jest nieco dluzszy od czasu dostepu,

a wynika to z fizycznej realizacji pamigci,

t]. opOoznien wnoszonych przez uklady.



Szybkos¢ transmisji

Szybkos$¢ transmisji mierzy si¢ liczba bitow
(bajtow) jaka mozna przesta¢ w jednostce
czasu pomi¢dzy pami¢cig a Innym

urzadzeniem, np. 120kB/s.



Pamig¢ci potprzewodnikowe

Pamigci bipolarne (szybkie - ale 0 malej

pojemnosci)

Pamig¢ci unipolarne (wolniejsze - ale o duzej

pojemnosci)



Pamig¢ci potprzewodnikowe

ROM RAM
ROM, PROM, EPROM, statyczne SRAM
EEPROM (E°PROM), dynamiczne DRAM
FLASH, NVRAM synchroniczne

dynamiczne SDRAM



Ogolny schemat pamigci
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Elementy pamigci
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Matryca pami¢ci RAM
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Wejscia wybierajace matrycy
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Wspolpraca matrycy z otoczeniem
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Pami¢C z wybieraniem typu 3D




Schemat pami¢ci dynamiczne;




Pami¢¢ dynamiczna
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Rozbudowa uktadow pamieci
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Wspotpraca pamigci z otoczeniem
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